POLSkA | OPIS PATENTOWY [130372
nzsmuﬂsmuu

Patent dodatkowy
do patentu

Urzedu
polset)

Zgtoszono: 80 07 19 /P.225796/

int. C13 HO5B33/10

Pierwszenstwo:

URZAD
P‘ I E " I ll WY Zgloszenie ogloszqno: 82 02 01

P H l Opis patentowy opublikowano: 1985 12 30

2

+ Twérey wynalazkut Emanuel Walentynowicz, Jerzy Kruszyna, Wiestaw Andrzej
Charzampowioz

Uprawniony z patentus Politechnika Poznariska, Poznai /Polaka/

SPOSOB WYTWARZANIA ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH CIENKOWARSTWOWYCH ELEMENTOW 3WIEC{CYCH
' ZASILANYCH NAPIECIEM ZMIENNYM

Przedmiotem wynalazku jest spoééb wy twarzania ocienkowarstwowych elementdéw elektrolu-
minescencyjnych zasilanyoh napigciem zmiennym, znajdujgcych zastosowanie préy konstrukcji
ekranéw telewizyjnych, jak teZ szerokie) gamy wekaZnikéw éwietlnych. .

Znane sposoby wytwarzania elektroluminescencyjnych cienkowarstwowych elementéw éwie-
cgcych opisane 88 wmigdzy innymi w pracach S. Tanaka, H. Kobayashi, H. Sesakura "Evidence
for the direct impact exatation of Mn centers in electroluminescent Zu S: Mn films",
Journal of Applied Physics vole. 47, 12 -~ 1976 1 K.O. Fugate "High display view a bility
provided by thin-film EL, black layer and TFI drive" = JEEE Transactions on Electron De=-
vioe, July, 1977 str. 909,

Elementy te wytwarzano w prézni, przez napylenie kolejnych warestw metodg wigzki elek-
tronowej. Warstwy dielektryka w postaci tlenku itru nanoszono na odpowiednio przygotowane
podoze szklahe, pa ktére naniesiono uprzednio metods pyrolizy, tlenek cynku. Nastepns
warstwg, ktérg stanowiz siarozek cynku sktywowany manganem w stosunku wagowym 5% nanoszono
réwniez metods wigzki elekironowej na podozZe grzane do temperatury 250% 1 nastepnie po
naniesieniu warstwy o grubosci rzedu 10 000 K wygrzewano w préini do temperatury 550°C.
Kolejng warstwg stanowiz tlenek itru, ktérg réwniez metodg wigzki elektronowej nanoszono
na warstwg poprzednig. "

Wytwarzanie elementéw wyzej wspomnianym sposobem wymage skomplikowanego i drogiego
zestwu aparatury, a powlerzchnia tek otrzymanyoh elementéw w bardzo silny sposodb zalezy
od gladkoéci i ozystodci podioza.

den m w§¥alazku Jest opracowanie takiej technologii wytwarzania elektroluminescencyj-
nycﬁte&ementow éwiecgoych, w ktorej giadkosé powierzchni otrzymenego elementu w znacznym
stopniu nie zalezalyby od stanu pod2oza, a warstwa czynna pozbawiona bytaby defektéw zwig-
zanych z odkiadaniem sig 1 kompensacjs Zadunkéw elektrycznych, co ma miejsce przy stosowe-
niu metody wigzkl elektronowej.
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Okazato sig¢ nieoczekiwanie, 2e cel ten zrealizowano wedtug wynalazku przez napylanie
termiozne czynne] warstwy siarczku cynku aktywowanego manganem w stosunku wagowym 3% = S,
przy zachowaniu napylania metodg wigzki elektronowe] dwu warstw dielektryka w postaci
tlenku itru. Czynng warstwe siarczku cynku napyla si¢ metodg termiczng do grubosci b6 Out
+500 %‘ po czym warstwe te¢ poddaje slig procesowi wygrzania w temperaturze 400°C przez
czas nie mnleiszy niz 7 minut. '

Uzyskano w ten sposdéb wigkezg giadkoddé powierzchni elementu, a tym samym zlikwidowano
powstanie defektdw w warstwie zwigzanej z kompensacjg zadunku elektrycznego, co ma decy-
dujgecy wpiyw na prooesy starzenia.

Sposéb wedtug wynalazku prz-~dstawliono w ponizszym przykadzie.

Przykxad.. Na czyste podioze szklane z naniesiong, metodg pyrolizy, warstwg
tlenku cynku parowano w napylarce prézniowej z uprzednio przygotowanych tabletek warstwg
dielektryka w postaci tlenku itru o grubodoi 3 000 +500 % za pom&ca dziata elektronowego.
Napylanie rozpoczynano w prézni rzedu 51:10"6 Tr. Moc wigzki wynosita 300 +10 W, a szyb-
kodé parowania byia rzedu 300 &£/min. Parowano na podioze grzane do temperatury 140 12000.
Po schlodzeniu do temperatury pokojowe], podZozZa z naniesiong pierwszg warstwg dielektryka
prz:noszono na stanowisko napylania termivznego, gdzie po osiggnigciu prézni rzedu
81:10'6 Tr i nagrzaniu podzoza do temperatury 400 ¢10°c, nanoszono termicznie siarczek
oynku aktywowany manganem w stosunku wagowym 3%. Odparowanie proszku ZnS : Mn nastepowaio
z kuwety kwarcowe] grzanej spiralg molibdenowg zasilang prgdem o natg¢zeniu 24 A. Szybkosc
parowania wynosiia 2 000 200 £/min., a grubodé warstwy wynosiias 6 000 #500 K.

Nastgpnie podioza grzano przez 7 minut w temperaturze 400°C. Po schtodzeniu do tem—
peratury pokojowej 1 prz-:niesieniu podiozy na stanowisko napylania wigzkg elektronowsg,
nanoszono warstwg dielektryka w postacli tlenku itru, analogicznie jak waretwe pierwszg.
Na przygotowane w ten sposdb elementy péiprzewodnikowe nanoszono elektrody aluminiowe.

Tabletkl tlenku itru formowano przez doiskanie w matrycy proszku z dodatkiem 1zopro-
panolu pod ciénieniem rzedu 20 000 at /2x109 Pa/ i wygrzewano w temperaturze 1200°¢ przecz
1 godzing. Otrzymane sposobem wediug wynalazku elementy cechujg silg emisjg éwiata o diu-
gozoi 5 850 £, co odpowiada widmu manganu. Mozliwodci otrzymania éwiecenia w zakresach
innych diugosci fali realizuje sig¢ poprzez domieszkowanie innymi pierwiastkami.

Zastrzezenile patentowe

Sposéb wytwarzania elektroluminescencyjnych cienkowarstwowych elementdéw swiecgcych
zasilanyoh napigoiem zmiennym, w ktérym podZoze szklane przygotowuje sig przez naniesie-
nie metodg pyrolizy tlenku oynku, a nastepnie nanosl si¢ koleJno warstwg dilelektryka w
postacl tlenku itru metodg wigzki elektronowej, warswg czynng w postaci siarczku cynku
aktywowanego manganem i warstwe tlenku itru metodg wigzki elektronowej, z na mie nny
tyo, ze warsiwe siarczku oynku aktywowanego manganem nanosi sig przez napylanie ter-
miozne do grubosci 6 000 3500 %, po czym warstwe te poddaje sig procesowi wygrzania w
temperaturze 400% przez ozas nlie mnilejszy niz 7 minut,

Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naktad 100 egz.
Cena 100 z¢
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